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V(r) 二 V(rl) ート [V(rz)~V(rl))ln(r/rl)/ln(rz!rl) 
(r方向) (1) 







て， Va(r，z)人Twslr ，Z) ，V awl r ，z)， V，(r，z)とすると (a;





































6}と， Lorentz Forc巴 F=~eEからラ時間 t をパラメ
ーターとして次の軌道方程式を得る。
r( t)二 ro十 Vro. t 士去 Erot2 ???





































δ四 Mt)70=urodt-fまEr.(Llt)2 (ω 
δZ三 z(Llt)-zo二 UZ04t-t走Ez.(Ll t)2 (12) 
得られたδr，δzは電界を一定とみなす微少区間内に停
まることが必要なことから，ar"'?_δzならば
0.1・Llrimく|δパ<0 .4， Llrim 
また3γ<ozならば







γ(Ll t) = ro十or
z(Llt)=zo十oz
仏 (Llt)=v，o告Er. Llt 

































z軸に平行な格子上の電位 V(r -const， z)は，図4
に示すように Newtonの3次内挿公式を用いれば，Zl 



















( a ) 既知の電位をもっ格子点 (0)の座標と内挿を受ける格子点 (e)の座標。
(b) rニ f1(const)での 3次内挿法による V(r1，z)の算出。
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V( rl，Z)=V(ハ，Zl)+S.V(l)(れ，Zl)十
5・(s-1) 十一言了一一V(2)(rl ，Zl ) + 
-(s-l)・(s-2)
3' ・V(幻(rl，Zl) (1日)
ここで V(l)( rl ，Zl) =V( rl ，Z2) -V(ハ，Zl) 目的











める。 P1点の電位は，(19)式を用いて 1~4 の内挿から Ql























6) 0 Plの電位は，これをとりかこむ 4つの格子点の電
位と，格子からの距離L1L1r ，L1L1zで与えることができる。
(" L1L1z." L1z-L1L1z ¥ L1r-L1L1 r VP1=\Vl ・7三 +V2'~-L1;~- ).~. L1;~' 




















( a) 電子の初期位置 (ro，zo)と，これを中心にとった仮想メッシュ。既知の電位をもっ格
子点 (0)から仮想メッシュ格子点 (x)上電位が内挿される。
(b) 仮想メッシュ格子点 P1と，この電位を計算するために用いられる格子点 (0)。矢印
と番号は内挿の順序を示す。
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Loop Filament ;ー 4kV
Annular Wehnelt ; -4.1kV 
W巴hnelt，Shield ;ー200V










衝撃電子加速電圧 4 (kV) ，環状ウェーネルト・バイア
ス電圧一 100 (V)で，ウェーネルト・バイアス電圧-





















Loop Filament ; -4kV 
Annular Wehnelt ; -4.02kv 
Wehnelt，Shield ; -200V 






















































Loop Filamen七; -4kV 
Annular Wehnelt ; -4.1kV 
Wehnelt，Shield ;一20V







LoOp Filament ; -4kV 
Annular Wehnelt ; -4.02kV 
Wehn巴lt，Sh工eld ; -20V 
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